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n0dlula de memoria rdpida de diodo~tanel".

T S e W o

Tolicitante: COMIISARIAT A ' SNSRGIE ATOMIQUE, entidad francese,
regidente en 29, rue de la Pédération, Paris XV éme,

Francia,
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E1 presente invento se refiere a una célula de
memoria de diodo~-tiénel gque posee una gran rapidez, la
cual puede servir de memoria permanente asf como de
elemento de transferencia de una informeacidn regigtra-

5. da cuando recibe un impulso de mando o de excitacidn
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denominédo impulso de reloj. Sus splicaclonsg priggﬁ%a—

les son la realizacibn de un anillo ée clmputo y la de
un registro de desalineacidn.

Se conocen nunmerosos tipog de células de memoria
que comprenden un basculador biestable cuyo 6rgano esen
cial es un diodo-tinel que desempefia el papel de elemen—
to de memoria permanente. Bgtos dispositivos presentan
diferenciag unidas a log medlos de acoplamiento entre el
diodo y la entrada del reloj por una parte, asi como en-
tre el diodo v la célula siguiente por otra, pudiendo
ger estos medios de acoplamiento activos o pasivos.

Lag células de memorie exlstentes en la industria
no presentan a la vez lag caracteristicas esenciales
pera la obtencidn de una excelente seguridad. Las propig
dades que debe tener una buena cédlula de memoria son:

—~ pogeer uns memoris permanente fiel,

disponer de une memoria transitoria,

ser unidireccionel,

pregentar un eiglamiento satisfactorio con rela-
cién a la entrada de los impulsos de excitacién
¥ células adyacentes en susencia de impulsos de
reloj y, por ltimo,

~ comprender wn dispositivo inverso.

El presente invento se refiere 2 una célula de
memoria que no presenta los inconvenientes de los disgpo-
sitivos de tipo conocido.

La célula de memoria segiln el invento comprende
un diocdo~tlnel; se caracteriza por el hecho de que este
diodo-ttnel, cuyo 4nodo estd en la masa y el cdtodo po-

larizado para que dicho diodo tenge dos estados estables,
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va unido, por una perte, a la entrada de la célula y,
por otra parte, a la salida de la misma por intermedio
de dos diodos de conmutacidn en serie digpuestos en
el miesmo sentido, estando consctado el cdtodo del prime
ro de estos diodos de conmutacibén al cdtodo del diodo-
~tlnel, y estando conectado el punto comdn de estos dio
dos de commutacibn al cdtodo de un diodo de efecto de
acumulacidén que constituye un circuito de excitaciédn.

La asociacién de varias de estas células de me-~
moria permite congbtitulr un anillo de céuputo y un re-
glstro de desalineacibn.

Une vez expuesgtag egtas digposiciones principa-~
les, el invento se refiere iguslmente a diversag dispo~
siciones secundarias que se mencionan a continuacibn y
qus conciernen especialmente a una célula de memoria
realizada por el solicitante. '

En el 6rgano de memorie que cubre el presente in
vento, la funcidn memoria transitoria eg desempefizda
por un diodo de efecto de acumulacibdn, permitiendo 1la
&isposicidn de este @ltimo una gran rapidez de funcio-
namiento. A fin de poder realizar una notable economfa
de medios, varias funciones habitualmente efectuadas
por la célula de memoriz en si han sido 1levadas al cir
cuito de reloj. Se trata por una parte del invento y por
otra de la produccidén de la potencie necesaria para la
transferencia de una informacidn, habiendo sido satisfe
cha egta segunda condicibn evitando la utilizacidn de
circuitos de acoplamiento activos pero sin determinar
pérdide alguna de seguridad. Por dltimo, este brgano

presenta, con relacidn al dispositivo de la industria
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actual, una gran simplicidad y no comprende ning com~
ponente que ocupe gran espacio.

Para que pueden comprenderge mejor las caracte-
rigticas del presente invento, se describe 2 continua-—
cibn un esquema de principio, asf como un ejemplo de
realizacibn, debiendo quedar bien entendido que dstos
no poseen ningln cardcter limitativo en cuanto a lag
formas de realizacidn y a las aplicaciones que puedan
hacerse,

La fig, 1 es el esquema de principio de una cé-
lula de memoria segln el invento, que forms parte de un
anillo de cémputo.

La fig. 2 concierns a una célula de memorise rea—
lizada por el solicitante.

La fig. 3 es un dispositivo utilizado para probvar
la célula de la fig. 2.

La célule de memoria 2 que representa lg fig. 1
forma el 6rgano j& de un anillo de cémputo. E1 diodo-th
nel 4 que comprende esta cdlula tiene su dnodo conecto-—
o a la maga, mientras que su cdtodo estd conectado por
une resigbencia de polarizscidn 6 al borme negativo de
una fuente de tensidén de polarizacién Eye E1 punto comtn
e la resigtencia 6 y al diodo~tinel 4 va consctado a la
selida de la (J-7)2 célula 3. Este punto comdn estd igusl
mente consctado pdr intermedio do dog diodos de conmuwba—
cibén en gerie 8 y 10, dispuestos en el mismo sentido, a
la entrada de la célula sigulente 5 de orden j 4+ 1. Con-
viens hacer obgervar que el cdtodo del diodo 8 egtd co-
nectado al diodo-tinel 4 en tanto que el 4dnodo dsl dlodo

10 va consctado a la célula siguiente. Por @ltimo, el



10,

5.

30.

punto comln 2 los diodos estd consctado al cdtodo de
un diodo de efecto de acumulacibén 12 cuyo dnodo va co-
nectado a la fuente 9 no representada de las ssilales de
reloj.

Como se explicard posteriormente con respecto a
la forme de funcionamiento de la célula, lag sefiales de
excitacién (8) producidas por el reloj estdn constitul-
das por dos impulsos sucesivos de polaridad opuesta 14-

~

16.

La memoria trnsitoria de esgta célula estd consti-
tuida por el diodo 12 ds efecto de acumulacibn. Cuando
egta cdlula se hallz en funcionamiento, este diodo 12
siempre estd blogueado sea cual fuere el esgtado del dio
do-tlinel (estado "1* que corresponde a una tensidbn dno-
do-cdtodo elevada o estado "O! gue corresponde a una
tensién 4dnodo—cdtodo baja). Conviens hacer observar sin
embargo que el diodo 12 se halla mds préximo del estado
de conduccidn cuando el diodo-tfinel estd en el estado
"in, Por consiguiente, el primer impulso de la sefial de
excitacién debe tener una emplitud tsl que no puedas pro
vocar el egtado de conduccidn del diodo de efecto de
acunuwlacidn 12 mds que en el cago en que el diodo-tdnel
se encuentre en el estado "1, Solamente en egte caso la
gplicacidn de un impulso de polaridad opuesgte al primer
impulso de la sefial de excitacidn que sigue inmediata-
mente el primero puede atravesar el diode 12 y accionar
la célula siguiente, con tel de que su emplitud tenga
un valor determinado.

La pueste en movimiento de la célula descrita

exigs que sea atravesada por une corriente inversa In
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que depende de las caracterfsticas del circuito durante
un tiempo minimo tpiy 10 cual corresponde a una cantidad
de electricided Qmin‘ Para que los egtados quedsn bhisn

definidos debemos tener: Qu, .
cantided de carges residuzles almacenads, aun cuando el

= nQg, representando Qg la

dilodo~ttnel se esncuentre en el egtado "O!, como conse~
cuencia de las capacidades pardsitas del aiodo de efecto
de acumulacibn, y n es un coeficiente del ordsn de algu~
nag unidades‘. Log intdrvalos de tiempo © que geparan lasg
dos sefiales consecutivas de excitacién deben satisfacer
la desigualdad © > t, + t,, siendo tg ¥y by respectivamen
te el tiempo de acumulacién y de restitucidn de la carga
Quin:

La célula que representa la fig. 2 estd realizads
por el solicitante y es ubilizada para constituir un ani
llo de cémputo y un registro de desalineacidn. Los sle—
mentos idénticos de las figs. 1y 2 disponen de referen—
cias idénticag. Conviens hacer observar que el circuito
de polarizacién he sido modificado; aqui estd constitui-
do por un potencibmetro 18 y por tres resistencias 20 -
22 = 24. BL conjunto de los elementos 18-20-22 une el
cdtodo del diodo-ttnsl al borne negativo de la fuente Ey,
mientras que la resistencia 24 estd asociada en parelelo
al diodo.

Por Ultino, la conexidn entre la célula preeedc:m—
te y la representada se efectdiza en el punto comdin entre
las resistenciag 20 y 22. Se ha azsociado 2 cada célula
un circuito de salida que permite sefialar el estado del
diodo~ttnel, estd congtituido por un transistor 26 cuya
base estd directamente unida al cédtodo del diodo-tfinel,
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el colector estd unido al borne negativo de una fuente

de tengibn de polarizacibn Ey7, mientras que su emisor
estd conectado por una parte al borne positivo de la nig
ma fuente por una resistencia 28 y, por otra parte, a
las placas de desviacidn de un osciloscopio, 0 & un dis-
positivo de presentacibén no representado por intermedio
de una resistencia 30, Cuando el anillo del que forma
parte la célula es utilizado, se une la fuente de sefizles
de relo]j al borne de entrada de excitacidbdn 32.

Cuando el diodo-tlinel de ecta j2 célula estd en
¢l estado "O", el componente positivo de la sefial de re-
loj ne es lo suficientemente grande pare poder hacer cir
cular una corriente en la ramificacidn A-B. uuy pocas
cargas son almacenadas por el diodo de acumulacibén 12 y,
por congiguiente, el componente negativo de la sefial de
reloj no se fransmite a la (j 4 1)2 cdiula cuyo diodo-th
nel permensce en el egtado ﬁO".

Cuando la j2 célula se encusntra en el eghado
win, la rama A~B se prepolarige en gentido directo. El
primer impulgo de polaridad positiva de la sefiel de re-
loj pone nuevamente al diocdo-tinel en el esgtado "On y de
posita cargas en el diodo de efecto de acumulacidbn 12,
Con regpscto & la presencia de esbas cargas, el impulso
negativo de la sefial de reloj se transmite a la célula
J+ 1, que toma el estado “1iv,

Conviene hacer obgervar que l1la rems B-C egtd li~
goramente polarizada en el gentido inverso. Egto puede
evitarse seleccionzndo el diodo de conmutacién 10,

Se observard que en un registro de desalineacidn

pusden encontrerse varias células en el estado W1iv, y
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es preciso por tanto, para que la amplitud de la seifial
de reloj quede bien definida, que la impedancia de sa-
lida del reloj sea muy débil. Esta condicibn es favong

. . Qmin
ble e la obtencidén de wna relacidn ~-=== elevada.

El golicitante ha utilizado la célula de la fig.
2 para realigar un anillo de cdmpubto que comprende cin-
co cdlulas; este anillo ds cdmputo ha gido probado igual
mente en regigtro de deselineagibn.

Se han determinado los rendimientos de este ani-
1lo de cémputo utilizando un dispositivo gue produce im
pulsog dobles y que estd representado en la fig. 3.

Il dispositivo de la fig. 3 comprende un genera-
dor des impulsos 36 unido por cable coaxial 38 a un aspa—
rato 40 que permite transformar cada impulso producido
por el generador en dog impulsos separados por un intér
valo de tiempo regulable ©. La salida de este desdobla-
dor de impulsos estd unida por un cable coaxial 42 a un
transformador de impedancia 44 cuya salida estd unida a
la entrada de excitacidn del anillo y a un disgpositivo
de conformacién 46. E1 diodo 48 unido a la entrada del
transformador de impedancia se ubiliza para la pussta
a cero,

Le puesta a cero pusde efectuarse por medio de,
un impulso de poiaridad pogitive de duracidén superior
& 4,5 sg. aplicado a la entrada del transformador de im
pedancia o por medio de un impulso de polaridad positiva
de amplitud aproximedamente igusl a 1 voltio aplicado a
la entrada del snillo.

Bl funcionamiento del anillo de cémputo es satig

factorio cuando la duracién © es superior o igual a 3 sg.
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Lo seguridad del aparato es excelente, puesto que es po-
gible hacer variar la tensidn de zlimentacién negativa
en 3 4% y la amplitud de las sefialeg de reloj en % 6%
En el casgo en que © es muy superior a 3 sg. las varia~
ciones de la tensién de alimentacidén podrian alcanzar

: 6, 2% y la de lag sefiales de relo] 3 9, 5%.

Se ha utilizado igualmente el aparato como regis-
tro de degalineacidng la resolucidén y la seguridad son
del mismo orden de intensidad.

Con regpecto a la gran rapidez de funcionamiento

egeago
del anillo de cdmputo deserito y 2l/espacio que ocupa,
puede preverse su ubtilizacidn en un eiclo de escaso tiem
po de resolucibn y en una escala rdpida scondmica,
NOT &

Descrita suficientemente la naturaleza del inven-

to0, asf como la manera de realigarlo en la préctica, de~

be hacerse congtar que las disposiciones anteriormente
indicadas, son susceptibles de modificaciones de detalle
en cuanto no 2lteren su principio fundamental. También
ge hace constar que el invento corresponde & una Solici-
tud de Patente presentads en Francia con fecha 2 de abrii
de 1965, nm PV. 11.798; acogiéndose por lo tanto a los
beneficios que conceden los Uonvenios Internacionalss em
vigor, giendo lo que constituye la esencia del referido
invento y por 1o gue se sgolicita Patente de Invencibn
por 20 afios en Bgpaile, sobre: "CELULA Do ilwORIA RAPIDA
D DIODO-LUREL®; coracterizdndogse por lo giguiente:

18 .~ "Célula de memoria réplda de diodo-tihnelr,
construidas con el objeto de servir, cada unidad, como

registro de desalineacidén y, junto con otras iguzles a
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ells, como anillo de clmputo, caracterizada por el hecho

de que este diodo-tlnel, cuyo 4nodo sg & la mesa y el
cdtodo polarizado pare que dicho diodo tenga dos egtados
sgtables, estd unido por uns parte directamente a la en-
trada de la cdlula y por otra parte a la sslida de la
migma por intermedio de dos diodos de commutacién en se=-
rie, dispuestos en el mismo sentido, esbtando conectado

gl éatodo del primero de estos dlodos de conmmutacidn al
cdtodo del diodo-tlnel y estando comsectado el punto com@n
a egtos dicdos de commutacidn al cdtodo de un diodo de
efecto de acumulacibn que consgtituye un érgano de excita-
cibn.

28 .- "0dlula de memoria répida de diodo-timeln,
tal y como queda sustancislmente descrita en la presente
lemoria e ilustrada en los adjuntos dibujos.

Bgta iiemoria consta de 10 hojas escritas a mdqui-

nz por wa ¥
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